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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第４区分
【発行日】平成27年4月23日(2015.4.23)

【公開番号】特開2015-8032(P2015-8032A)
【公開日】平成27年1月15日(2015.1.15)
【年通号数】公開・登録公報2015-003
【出願番号】特願2014-129133(P2014-129133)
【国際特許分類】
   Ｇ１１Ｂ   5/31     (2006.01)
   Ｇ１１Ｂ   5/02     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ１１Ｂ    5/31     　　　Ｚ
   Ｇ１１Ｂ    5/31     　　　Ａ
   Ｇ１１Ｂ    5/02     　　　Ｔ

【手続補正書】
【提出日】平成27年3月10日(2015.3.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　装置であって、
　近接場トランスデューサ（ＮＦＴ）を備え、前記ＮＦＴは５つの露出表面を有するペグ
を含み、前記ペグは第１の材料を含み、さらに、
　上方構造と、
　前記ペグと前記上方構造との間に位置決めされる少なくとも１つの相互混合層とを備え
、前記少なくとも１つの相互混合層は、前記ペグの前記５つの表面のうち少なくとも１つ
の上に位置決めされ、前記相互混合層は、少なくとも前記第１の材料と第２の材料とを含
む、装置。
【請求項２】
　装置であって、
　近接場トランスデューサ（ＮＦＴ）を備え、前記ＮＦＴは５つの露出表面を有するペグ
を含み、さらに、
　少なくとも１つのシード層を備え、前記少なくとも１つのシード層は、前記ペグの前記
５つの表面のうち少なくとも１つの上に位置決めされ、前記シード層は第１の材料を含み
、さらに、
　上方構造と、
　前記シード層と前記上方構造との間に位置決めされる少なくとも１つの相互混合層とを
備え、前記少なくとも１つの相互混合層は、前記ペグの前記５つの表面のうち少なくとも
１つの上に位置決めされ、前記相互混合層は、少なくとも前記第１の材料と第２の材料と
を含む、装置。
【請求項３】
　前記第２の材料は、
　レニウム（Ｒｅ）、オスミウム（Ｏｓ）、イリジウム（Ｉｒ）、プラチナ（Ｐｔ）、タ
ンタル（Ｔａ）、ルテニウム（Ｒｕ）、テクネチウム（Ｔｃ）、ロジウム（Ｒｈ）、パラ
ジウム（Ｐｄ）、ベリリウム（Ｂｅ）、アルミニウム（Ａｌ）、マンガン（Ｍｎ）、イン
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ジウム（Ｉｎ）、ホウ素（Ｂ）、タングステン（Ｗ）、モリブデン（Ｍｏ）、クロム（Ｃ
ｒ）、シリコン（Ｓｉ）、ニッケル（Ｎｉ）、チタン（Ｔｉ）、イットリウム（Ｙ）、バ
ナジウム（Ｖ）、マグネシウム（Ｍｇ）、コバルト（Ｃｏ）、錫（Ｓｎ）、ニオブ（Ｎｂ
）、ハフニウム（Ｈｆ）、ジルコニウム（Ｚｒ）、スカンジウム（Ｓｃ）、ルテニウム（
Ｒｕ）、ゲルマニウム（Ｇｅ）、ネオジム（Ｎｄ）、鉄（Ｆｅ）、およびこれらの組み合
わせ、
　窒化クロム（ＣｒＮ）、窒化ホウ素（ＢＮ）、窒化チタン（ＴｉＮ）、窒化ジルコニウ
ム（ＺｒＮ）、窒化タンタル（ＴａＮ）、窒化ハフニウム（ＨｆＮ）、窒化シリコン（Ｓ
ｉＮ）、窒化アルミニウム（ＡｌＮ）、窒化ハフニウム（ＨｆＮ）、窒化ニオブ（ＮｂＮ
）、およびこれらの組み合わせ、
　酸化インジウム（Ｉｎ２Ｏ３）、酸化錫（ＳｎＯ２）、酸化亜鉛（ＺｎＯ）、酸化ベリ
リウム（ＢｅＯ）、酸化シリコン（ＳｉＯ）、酸化鉄（ＦｅＯ）、酸化チタン（ＴｉＯ）
、酸化ジルコニウム（ＺｒＯ）、酸化タンタル（ＴａＯ）、酸化マンガン（ＭｎＯ）、酸
化カドミウム（ＣｄＯ）、酸化マグネシウム（ＭｇＯ）、酸化ハフニウム（ＨｆＯ）、酸
化アルミニウム（ＡｌＯ）、酸化イットリウム（ＹＯ）、酸化クロム（ＣｒＯ）、酸化ス
トロンチウム（ＳｒＯ）、酸化ニオブ（ＮｂＯ）、およびこれらの組み合わせ、
　炭化タンタル（ＴａＣ）、炭化ウラン（ＵＣ）、炭化ハフニウム（ＨｆＣ）、炭化ジル
コニウム（ＺｒＣ）、炭化スカンジウム（ＳｃＣ）、炭化マンガン（ＭｎＣ）、炭化鉄（
ＦｅＣ）、炭化ニオブ（ＮｂＣ）、炭化テクネチウム（ＴｃＣ）、炭化レニウム（ＲｅＣ
）、炭化バナジウム（ＶＣ）、炭化タングステン（ＷＣ）、炭化チタン（ＴｉＣ）、炭化
クロム（ＣｒＣ）、炭化コバルト（ＣｏＣ）、炭化ニッケル（ＮｉＣ）、炭化イットリウ
ム（ＹＣ）、炭化モリブデン（ＭｏＣ）、炭化シリコン（ＳｉＣ）、水素化炭化シリコン
（ＳｉＣ：Ｈ）、およびこれらの組み合わせ、ならびに、
　硫化ジルコニウム、硫化亜鉛、硫化チタン、硫化コバルト、硫化銀、硫化銅、硫化イン
ジウム、硫化カドミウム、硫化錫、硫化ビスマス、硫化鉛、硫化セレニウム、硫化鉄、硫
化モリブデン、およびこれらの組み合わせから選択される、請求項１または請求項２に記
載の装置。
【請求項４】
　前記少なくとも１つの相互混合層は、前記相互混合層にわたって前記相互混合層の第１
の表面から前記相互混合層の第２の対向する表面へ組成勾配を有する、請求項１から請求
項３のいずれか一項に記載の装置。
【請求項５】
　エネルギー源をさらに備える、請求項１から請求項４のいずれか一項に記載の装置。
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